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-virta, Rs = 100 Ω, diodi on tavallinenpiensignaalidiodi ja kondensaattorien kapasitanssit ovat hyvin suuria. Mitä
vo on kun vs on 10 mV:n a
-signaali (taajuudella, jolla kondensaattorit ovatoikosulkuja)? Piirrä tulo ja lähtö samaan asteikkoon. Miten lähtö muuttuu,jos I:lle asetetaan arvoksi 100 µA? Mitä käyttöä tällaisella kytkennällä voisiolla?

Kuva 1: Kuva tehtävään 1.2. Kuvassa 2 on esitetty npn-transistorilla (β >>) toteutettu jännitevahvistin.(a) Millä nimellä vahvistinaste tunnetaan?(b) Mitoita vahvistimen d
-toimintapiste siten, että kollektorivastuksen RCyli oleva jännite on VCC/3 samoin kuin transistorin kollektorin ja emitte-rin yli jäävä jännite VCE = VCC/3. Transistorin emitterivirraksi halutaan
IE = 1 mA ja transistorivahvistimen tuloimpedanssin pitää olla välillä
1 kΩ − 10 kΩ.(
) Mitoita lisäksi transistorin avoimen piirin jännitevahvistukseksi (RS =
0 Ω ja RL >>) vout/vin = −10V/V .(d) Mitkä ovat transistorivahvistimen tulo- ja lähtöimpedanssien arvot?Kondensaattoreiden (CB, CC ja CE) arvojen voit ajatella olevan hyvin suuret.3. Kuvan 3 operaatiovahvistinkytkennässä R1 = R3 = 1 kΩ ja R2 = R4 = 100 kΩ.(a) Mikä on kytkennän vahvistus ja lähtösignaalin amplitudi, jos tulosignaalion uin = 0,01sin(2π1 kHz · t) V (2p)(b) Mikä on d
-taso lähdössä? (1p)(
) Mikä on kytkennän tuloimpedanssi? (1p)(d) Haluat rajata kytkennän kaistanleveyden noin 16 kHz:iin siten, että koh-dan (a) 1 kHz tulosignaali ja sitä pienempitaajuiset signaalit pääsevätlähtöön vaimentumatta. Miten muutat kytkentää? (1p)(e) Mikä on kytkennän siirtofunktio uout

uin
(symbolisesti s-tasossa) tekemäsimuutoksen jälkeen? (1p)



Kuva 2: Kuva tehtävään 2.PSfrag repla
ements
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2,5 VKuva 3: Kuva tehtävään 3.4. Mitkä ovat kuvan 4 MOSFET-vahvistinasteen tulo- ja lähtöimpedanssit? (1p)Piirrä vahvistimen piensignaalimalli. (1p) Mitoita R1 ja transistorin W/L si-ten, että vahvistimen vahvistus |uL/usrc| > 10 ja transistorin läpi menevä virtaon 4 mA. Transistorin µnCox = 25 µA/ V2, λ = 0 ja Ut = 2 V. Kondensaattorit
C1, C2 ja C3 ovat kytkentäkondensaattoreita joiden kapasitanssi on suuri. (4p)
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Kuva 4: Kuva tehtävään 4.
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